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Résumé :

L’objectif fixé dans ce présent travail porte sur l’étude des effets combinés des différents paramètres de dépôt sur les propriétés physicochimiques, optiques et électriques du silicium amorphe hydrogéné élaboré en couches minces par pulvérisation DC magnétron. A cet effet, trois séries d’échantillons on été  préparées  en fonction de : la température de dépôt, de la pression d’hydrogène et de l’épaisseur. 


Les couches étudiées ont été caractérisées par absorption infrarouge (FT-IR), transmission optique et par des mesures électriques.


L’effet de la température de dépôt sur les propriétés du matériau se manifeste par une diminution du gap optique Eg accompagnée par une augmentation de l’indice de réfraction statique ns, par  une détérioration des propriétés photoconductrices du matériau pour des températures inférieures à 300°C, et leur  amélioration au delà de cette température. L’effet de la pression d’hydrogène sur le matériau se manifeste par une augmentation du gap optique accompagnée d’une diminution de l’indice de réfraction statique, et d’une diminution de la conductivité électrique accompagnée d’une augmentation de son énergie d’activation Ea, pour les faibles débits d’hydrogène. Une augmentation de la conductivité accompagnée d’une diminution de son énergie d’activation est cependant observée pour les forts débits d’hydrogène.
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